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0.5 m見方，而最小線寬約50 nm，深度為10 nm。 







圖二：在金膜上所刻出之溝槽，上圖為金膜厚度15 nm，而下圖為20 nm。 








圖三：利用奈米雕刻製作複雜圖案，其中最小字為0.5 × 0.5 m2，線寬為 








































































24 2Si h O SiO
+ −+ + →  
對一般金屬表面而言： 
22 nMe nh nO MeO
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